Zn3-x Mn x As2における伝導の磁場効果の研究 by 笠谷 光男

































































































































































   磁気的性質依存
  FHに比伊
  A。FM2に圭
  DH2に上
  A・FM2に上
 F:強磁性
 AP:反強磁性
 D:反磁性
 この表莇わかる灘ZnMn2As2のσH語を例・で糊する靴出来如・夢雌伽駕
 Yoshidaの理論があり,σH}σo漏A<m>3と冷いて,例4の実験値を代入するとAコ102と
σos2
 なり,理論値Aロ0.61より大きすぎる。このことより,S-d相互作用による説明は園難である。
 残る例3は多量の不純物を含む半導体という物質の条件は似ているが,例3には局在スピンの実験
 的裏付けがなく,その原因及ぴ理論的取扱いは未解決である。
 §5結論
 σH一σO
 L)について
σ0
C
⊥
H
 、
ノ砺
}
%衡
 ・
`
＼〉
C
l
J
H
♪
傑1
 2.0面内の異方性はない。
 3.300Kで最大となる。
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 4.1200Kで異方性が消える。
 5.M2に比例する。
 2)磁気的性質について
 1.x〃G>κよ(〕
 2.O面内に異方性はなく,スピンはe面内にある。
 3.300Kで最大となる。
 4.MはHに比例する0
 5.異方性の消える120吹にTNを持つ反強磁性。
 3)1).2),よりσH一σ・は帯磁率と密接な関係がある。
σ0
 4)既存の伊吸び理論では説明出来ぬ,新しい機構であり,S-d相互作用以外の方法で説明せ
 ねばならぬ。現在の所,その理論的解明は出来ない。
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論文審査要爵
 笠谷は新らしい磁性半導体を発見する目的をもつて,Z鷺3As?という化合物半導体にMnを入
 れ,ZnをMnで置換した。その一般組成がMn、3_xMnxAs2という多くの試料を製作して,磁性
 伝導に関する多くの測定を行った。x=Q5になるとこの物質は反強磁性となり,同時に署しい負
 の磁場抵抗を発現する。特にx二2.00では完全な単結晶を製作することができたの℃この厳結
 晶試料につき伝導,磁性,比熱等の種々の物性測定を行って,伝導電子による伝導の磁場中での特
 性を研究した。
 特に著しい負性磁場抵抗は母体の磁性と強い相関を示すことを明確に示した。即ち母体の反強磁
 性的異方性と磁場抵抗の異方駐はその相関が完全であることを示した。負性磁場抵抗の起因に関し
 ては・母体が反強磁性的磁性をもつとしての仮定の下で展鵬された理論はあるがその明確なる実験的
 例証は来だ報告されていない。本研究はその唯一,.且つ最初の実験的例証として物性物理学の分野
 に与えた寄与は極めて高ぐ評価されるo
 f鰯}ね11効果等の磁場中での特殴も精細に測定研究されている。
 本試料の示す負性磁場抵抗は極めて大きく,現行の理論では説明できないことも本試料の特質で
 あ窮この点著者は特に理論的研究の行われることを指摘希望している。
 }上述により,本研究の物性物理学の分野に与えた寄与は極めて大いことを認め,笠谷光男は理学
 博士の学位を受ける充分の資格ありと判定した。
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